
Abstract – 본 연구에서는 자외선-오존(UVO) 처리 전후 비
정질 인듐-갈륨-아연 산화물(a-IGZO) 박막 트랜지스터(TFT)의
전달 특성과 subgap density of states(DOS) 분포를 비교 분석
하였다. UVO 처리 후 acceptor-like tail state(NTA)는 감소하였
으며, 따라서 문턱전압 이하 스윙(SS)이 감소하였다. 반면
acceptor-like deep state(NDA)는 증가하였고, 이와 함께 문턱전
압(VTH)은 양의 방향으로 이동하였으며 이동도(μSAT)는 저하되
었다. 이러한 결과는 UVO 처리에 따른 a-IGZO TFT의 전기적
특성 변화가 subgap DOS 변화와 연관되어 있음을 보여준다.

1. 서    론

a-IGZO TFT는 높은 전자 이동도, 낮은 누설전류, 우수한 대
면적 균일성 등의 장점을 바탕으로 차세대 디스플레이 구동 소
자로 널리 활용되고 있다. 그러나 a-IGZO TFT의 전기적 특성
은 박막 내부 결함 상태에 민감하게 영향을 받기 때문에, 이를
제어하기 위한 공정 기술이 중요하다. 이에 따라 산화물 반도체
의 결함 상태를 조절하기 위한 다양한 후처리 공정이 연구되고
있으며, 그중 UVO 처리는 산소 활성종을 이용하여 a-IGZO
TFT의 전기적 특성을 조절할 수 있는 공정으로 활용되고 있다
[1]. 기존 연구에서는 UVO 처리에 따른 전달 특성, 화학 결합
상태 및 접촉 저항 변화를 중심으로 처리 효과를 분석하였으나,
subgap DOS 관점에서의 분석은 상대적으로 제한적이다. 따라서
본 연구에서는 UVO 처리 전후 a-IGZO TFT의 전달 특성을 비
교하고, 문턱전압 이하 결합 계수 기법으로 subgap DOS를 추출
하여 UVO 처리에 따른 결함 상태 분포와 전기적 특성 변화를
비교 분석하였다.

2. 본    론

  2.1 소자 제작 과정 및 측정
고농도로 도핑된 p형 Si 기판을 게이트 전극으로 사용하였으
며, 200 nm 두께의 SiO₂를 게이트 절연막으로 사용하였다.
a-IGZO 활성층은 RF magnetron sputtering을 통해 10 nm 두
께로 증착하였고, 300 °C에서 1시간 동안 열처리를 진행하였다.
알루미늄을 열 증발 방식으로 증착하여 소스/드레인 전극을 형
성하였으며, UVO 처리를 60 분간 수행하였다. 제작된 소자의
채널 길이와 너비는 각각 120 μm, 600 μm이며, 전기적 특성은
B1500A 이용하여 측정하였다. subgap DOS는 문턱전압 이하 결
합 계수 기법을 이용하여 추출하였다 [2].

  2.2 결과 및 분석
UVO 처리 후 a-IGZO TFT의 subgap DOS 분포와 전기적
특성 변화를 비교한 결과, NTA는 2.15 × 10¹⁶ cm⁻³·eV⁻¹에서 7.91
× 10¹⁵ cm⁻³·eV⁻¹로 감소하였다. NTA는 문턱전압 이하 영역의 전
하 포획 및 스위칭 특성과 밀접하게 관련된 tail state이므로, 이
러한 감소는 SS가 0.385 V/dec에서 0.316 V/dec로 감소한 결과
와 연관된다. 반면, NDA는 4.69 × 10¹⁶ cm⁻³·eV⁻¹에서 5.34 × 10¹⁶ 
cm⁻³·eV⁻¹로 증가하였으며, 이와 함께 문턱 전압 1.69 V에서

<그림 1> (a) UVO 처리에 따른 IGZO TFT의 전달 특성 곡선
(b) UVO 처리에 따른 Subgap DOS 변화 

4.05 V로 양의 방향으로 이동하고 이동도는 2.03 cm²/V·s에서
0.63 cm²/V·s로 감소하였다. 이러한 결과는 UVO 처리 후
a-IGZO TFT에서 전기적 특성 변화가 화학 결합뿐 아니라
subgap DOS 변화와 밀접하게 연관되어 있음을 보여준다.

3. 결    론

본 연구에서는 UVO 처리 전후 a-IGZO TFT의 전달 특성과
subgap DOS 변화를 비교하여 전기적 특성 변화와 결함 상태
분포 변화의 관계를 분석하였다. UVO 처리 후 NTA는 감소하였
으며, 이로 인해 문턱전압 이하 스윙은 0.385 V/dec에서 0.316
V/dec로 감소하였다. 반면 NDA는 증가하였고, 이와 함께 문턱전
압은 1.69 V에서 4.05 V로 양의 방향으로 이동하였으며 이동도
는 2.03 cm²/V·s에서 0.63 cm²/V·s로 감소하였다. 이러한 결과
는 UVO 처리로 인한 a-IGZO TFT의 전기적 특성 변화가
subgap DOS 변화와 연관되어 있음을 보여준다.
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